
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

Эпитаксиальные технологии 

Содержание Усвоение сложившихся современных представлений о росте, 

особенностях структуры и свойств тонких пленок и гетероструктур III-V, 

приобретение теоретических и практических навыков по методам 

получения тонких пленок и гетероструктур полупроводников и 
диэлектриков. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знает современное состояние методов получения тонких пленок и 

гетероструктур. 

Знает основные закономерности формирования структуры и свойства 

тонких пленок и гетероструктур с позиций классической и квантовой 

физики. 

Знает устройство, принцип действия и возможности наиболее 

используемых методов получения пленок и гетероструктур 

полупроводников и диэлектриков. 

Умеет выбирать теоретические варианты и экспериментальные методы 

решения физико-технологических задач получения и применения тонких 

пленок и гетероструктур; формулировать рекомендации по изменению 

структуры тонких пленок для оптимизации параметров для устройств 

оптоэлектроники. 

Владеет навыками планирования эксперимента, подготовки научно 

обоснованных выводов и подходов к оптимизации структуры тонких 

пленок для устройств оптоэлектроники; способностью предлагать и 

анализировать модели физических явлений и процессов конденсации 

полупроводниковых и диэлектрических пленок; навыками и методами 

экспериментальных исследований свойств тонких пленок и 

гетероструктур; методами анализа, проектирования научного 

исследования и прогнозирования свойств тонких пленок и гетероструктур. 

Умеет использовать методы расчета параметров и свойств тонких пленок 

и гетероструктур. 

Умеет обрабатывать результаты исследований, применять методы 

обработки и представления результатов измерений; по результатам 

теоретических и экспериментальных исследований материалов 

формулировать рекомендации по совершенствованию устройств 

оптоэлектроники. 

Владеет физико-технологическими подходами к решению практических 

задач оптоэлектроники, конкретизации целей и задач исследований 

объектов; навыками анализа и обработки результатов исследований на 

основе теоретических представлений физики и технологии тонких пленок 

и гетероструктур. 

Владеет методами обработки и оценки погрешности результатов 

измерений. 

Владеет современными информационными и информационно- 

коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для 

решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и 

для организации своего труда. 
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